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W dniu 11.01.1977 r. na XX| Sesji Pol sko-Jugosfowiahskiej Mieszanej
Komisji Wsp&pracy Naukowo-Technicznej zostala podjeta uchwala o wspdf -
pracy pomiedzy Instytutem Nauk Technicznych Serbskiej Akademii Nauk
a O$rodkiem Naukowo-Produkcyjnym Materialdw P&fprzewodnikowych.

Na jej podstawie podpisano w Belgradzie w dniu 31.03.1977 r. miedzy wy-
mienionym Instytutem a Oérodkiem umowe o wspdfpracy naukowo-technicz-
nej w zakresie prowadzenia wspdlnych badah zwigzanych z technologiami wy-
twarzania nowoczesnych materialdw elektronicznych.

Wsp&lpraca ta obejmuje szereg tematéw, wérdd ktdrych jeden przewiduje wy-
dawanie przez kazda ze stron raz do roku publikacji "Materiady elektronicz-
ne", w ktérych drukowane beda prace zwigzane z tematyka objeta wspomnia-
nym porozumieniem.

Instytut Nauk Technicznych Serbskiej Akademii Nauk wydal w roku biezgcym
swoja edycje pt. "Materials in Electronics". Z tych wzgleddw niniejszy nu-
mer naszego kwartalnika podwiecony jest w cafosdci tej tematyce i stanowi
rdbwnoczesdnie realizacje umowy przez Odrodek Naukowo-Produkcyjny Ma-
terialdw P&fprzewodnikowych. W nastepnych |latach publikacje te beda kon-
tynuowane.
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IT.I.I977 r. Ha XXI ceccuu [odscko-Krocrasckoit cMme-
uaHHot Kommccum mno zesaM HayYHO-TEXHUUECKOT'O COTPYAHU~
yecTBa IIPUHATO pelleHNe B YCTAHOBAEHUM COTPYyAHMUYECTBA
Mexay UHCTUTyTOM TeXHUuYecKuX Hayk CepOckoft Axazemuu
Hayk u lckyccTB ¥ HayuHO-NpPOM3BOZACTBEHHHM LEHTPOM
NOJYTPOBOAHUKOBHX MaTepPUalloB.

B cooTBeTCTBUM C YKa3aHHWNM peuweHuem noanucar 3I.III,
I977 r., B benrpaze,Mexny yKas3aHHHM WHCTUTYyTOM M
lleHTpOoM,IOTOBOP O HAayYHO-TEXHUUECKOM COTPYAHUYECTBE

0 NPOBENEHNK COBMECTHHX MCCJEZOBaHMIA B 00JIacTH
TEXHOJIOTUMM U3TOTOBIEGHUA COBPEMEHHHX 3JIEKTPOHHHX
MaTePUaJOB,. :
COTPYZHMYECTBO BKINYAET PAZL TeM, CPEAU KOTODHX IIpe -
IYCMOTPEHO BHIIOJHEHWE OXHO# TEMH HA OCHOBaHUM MyOau -
Kauuil, KaXgom n3 CTOPOH eXEerofHO, B XypHale "OIeKTpPOHHHE
MaTepuasH", B KOTOPOM ONYOJIWKOBAHW OYyAYT pPaldoTH, CBA34H-
HHe ¢ TeMaTukoit, nmpeaycMoTpeHHO# [JOTOBOpDOM.

ITH CAH{ omyGauxoBas B TEKyuWeM T'OAY COOPHUK " pmoterials
in Electronics".

JaHHH]I HOMED HaAllero eXEeKBAapTAJBHOI'O0 XYpHala IMOJHOCTBK
NOCBANEH 3TON TeMaTUKe W ABAAETCA ONHOBPEMEHHO BHITONHE-
HueM nporpaMMi JoroBopa HayuHO-NpOM3BOACTBEHHHM 1€ HTPOM
MOJYNPOBOLHUKOBHX MaTEpUaNOB,

B Oynyuem nyOnuxauuu OYLYT MPOZAOIKEHH .

Penakuusa




The Polish-Yugoslavian Joint Committee for Scientific and Technological
Cooperation decided at its XX| Meeting on January 11, 1977, that the Insti-
tute of Technological Sciences of the Serbi an Academy of Sciences should
begin a cooperation with our Semiconductor MaterialsResearch and Production
Centre.

On March 31, 1977, the Institute and the Centre signed in Belgrade a co-
operation agreement based upon the decision of the Joint Committee. The
agreement initiates a common research work in the field of the manufacturing
technology of new semiconductor materials.

The cooperation includes, among other subjects, also the annual publica-
tion by each partner of a periodical entitled "Materials in Electronics" con-
taining papers on recent research works conducted according to the agreement.

The Institute of the Technological Sciences of the Serbian Academy of
Sciences has already published this year's. "Materials in Electronics"?

The present number of our quarterly review is therefore entirely devoted to
these problems and should be regarded as the fulfilment of the terms of
agreement. This form of publication will be continued in the future.
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1. M. NIKOLIC: Nowoczesne materialy polprzewodnikowe

W ditykule omouwiono perspektywy zastosowania materniatow potprzewodnikowych 1 ich niektore wiasnosci. Sformu
iowuno ogclne wnioski. W najblizszej przysziosci przewiduje sie rozwoj produkcji i zastosowan GaAs-GaP, GaAs-InAs i
~w.. .kow lerromagnetycznych oraz wzrost zainteresowania materiatam o wysokiej temperaturze topnienia, szerokie)
i1 etwie energetycenej 1 duzej ruchliwosci np..diament, bor, BN, SiC, AIN.

A v. VALCIC, R. N. ROKNIC: Mechanizm rucht dyslokacji w krzemie

Badano ruci dyslokacj w monokrysztatach krzemu wzrostych metoda Czochralskiego. Mierzono ruchliwosé 60° dyslo
kec). w cakresie temperatur 600- 1000°C. Rozwazono dwa przypadki: pierwszy, gdy zachodzi wzajemne oddziatywanie
. om.ed.y dyslokacjami, drugi - gdy takiego oddzialywania nie ma. Szybkosci ruchu dyslokacji byly mniejsze, zas
energia aktywac) wyzsza miz wartoscr uzyskane przez innych autorow. Sugeruje to catkiem inne warunki dla ruchu dys
lokucj:.

S. J. PLOTKIN: Ewolucja pogladéw na role materiatow w postepie naukowo-technicznym (na przyktadzie materiatow
stosowanych w elektronicel

Na przyktadzie materiatow stosowanych w elektronice omowiono role materiatow w rozwoju naukowo-
-technicznym. Odkrycia naukowe stawiajg materiatom nowe wymagania, zas rozwoj materiatow i poznawanie ich wtas-
nosci wptywa na odkrycia naukowe.

W. H. KOHL: Nauki materiatowe: technologia / stowarzyszenia badawcze

Podano przeglad materiatéw stosowanych w technice w Europie i w USA oraz omoéwiono rozwoj nauk materiatowych;
rozwazano pewne organizacyjne aspekty podstawowych badan prowadzonych po Il wojnie swiatowej. Przeanalizo-
wano oddzialywanie technologii w aspekcie problemow srodowiska naturalnego. Przedstawiono przysztosciowy roz-
woj technologii.

W. H. KOHL: Sel/ekcja i dobor materialow w technologit

Zgodnie z wymaganiami nowoczesnych technologii materiatowych omowiono i usystematyzowano parametry wply-
wajace na wtasciwg ocene materiatow oraz najnowoczesniejsze techniki badawcze stosowane do kompleksowej oceny
materiatow. Podjeto probe uporzadkowania pogladow zawartych w literaturze ostatnich lat.

M. RISTIC: Zasady teorii Samsonowa dotyczace elektronowego spiekania

W pracy przedstawiono krotki przeglad osiggniec¢ naukowych teorii spiekania gtownie na podstawie prac Johnsonai Ku-
czynskiego. Przedstawiono rownanie na barierg potencjatu ,,D” oraz omowiono wplyw na te bariere takich czynnikow,
jak ci$nienie prasowania i deformacje powtok elektronowych. Wzrost temperatury spiekania w istotny sposob pr2yspie-
sza proces spiekania.

J. G. DOROFEEW: Dynamiczne prasowanie na gorgco w technologii wytwarzania materiatow elektrotechnicznych z
proszkow metali

W artykule omowiono podstawowe zasady dynamicznego prasowania na goraco wyprasek z proszkow metali oraz jego
2astosowanie do wytwarzania materiatow elektrotechnicznych. Przedstawiono wyniki badan doswiadczalnych techno-
logii materiatdbw magnetycznie migkkich 2 proszkow zelaza, magnetycznie twardych na osnowie Fe-Ni-Al oraz parame-
try dynamicznego prasowania na goraco wyprasek z proszkow miedzi.

L. KOSTIC-GVOZDENOVIC: Niektore aspekty reakcji sktadnikow w procesie spiekania sproszkowanych tlenkow
Omowiono reakcje chemiczne zachodzgce podczas procesow spiekania mieszaniny ZnQi TiO,. Stwierdzono, iz przebieg
i wynik procesow spiekania zalezny jest od tego, czy zachodzg reakcje egzo- czy endotermiczne. Ciepto reakcji lub prze-
mian fazowych determinuje proces spiekama.

K. SEDLATSCHEK: Trudnotopliwe metale: wolfram, molibden i tantal

Omodwiono otrzymywanie i wlasnosci mechaniczne wolframu, molibdenu i tantalu oraz ich zastosowania w przemysle
elektronicznym.

Wyroby z tych metali oraz ich stopy i kompozyty sa otrzymywane metoda metalurgii proszkow.

W. H. KOHL: Techniki pofaczer: lutowanie lutami migekkimi i twardymi

W pracy podano objasnienia terminologiczne takich technik taczenia, jak spawanie, spajanie na zimno, spawanie gazo-

we, rozne metody spawania w atmosferze argonu. Podano zasadnicze cechy lutowania, jego zastosowanie. Omowiono
ogélnie metody sprawdzania przedmiotéw lutowanych oraz podano w formie tabelarycznej wytrzymatosé ztaczy.
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N. M. HUKONWY: U36pornsie coepemMentsie notynpoeodHuKo8sie Momepuanst £
B ctaTbe 06CyxAeHb NEPCNEKTUBLI NPUMEHEHWA NONY NPOEOAHNKOBBIX MAaTEPUAN0e n nx HekoTopbie cBoucTea. Coop-
MynupoeaHsl obwme ebiBoabl, HA Onumkavwee OGyaywee, KacaloIMECA Pa3BUTUA NPOW3EOACTEBA, NPEMEHEHWUA
GaAs-GaP, GaAs-InAs n deppoMarHnTHbIX COBANHEHNIA, @ TaKXKe YBENUYEHNA CNPOCa Ha MaTepuans! NPy BbICOKOW
TemMnepartype NNaekn, LINPOKOM 3HEPTeTUYECKOM 3330pe U BONbIOW NOABMXXHOCTK, Hanpumep anma3, 6op, BN SiS,
AIN v 1.0,

A. B. BATTbYWY, P. H. POKHUY: Mexonu3m 0euweHuR OUcroxkoyuu 8 KpeMHuu

B paboTe nccnenoBaHo ABMKEHNE ANCNOKAUUW B MOHOKPUCTANNAxX KPEMHWUA, BbIPALLEHHbIX METOAOM HOoxpanbckoro.
Namepanacs noaswxkHocTb 60° aucnokaunn npu npeaene TemnepaTtyp 600-1000°C.

MpeactaBnexbl ABa BAPUAKHTa: NEPBbIA, KOFAA NPOUCXOANT B3aUMOAENCTBUE MEXAY ANCNOKAUMAMW; BTOPOW, KOrAa Ta-
KOTO B3auMoAencTBuA HeT. NMonyueHHbie CKOPOCTU ABMIKEHWA ANCNOKAUMKN BbiNnn MeHbILe, 3 IHEPrUA akKTMBaLuun
BbICLIE, YEM 3HAYEHUA, YCTAHOBNEHHbIE APYTMMU aBTOPaMU. ITO YKB3bIBANO Bbl Ha APYTUe MexaHnaMbl ABUKEHNA ANC-
nokaumu.

C. A. MNOTKWUH: 3eomoyusa npedcmaenerud 0 ponu MOmMepuanoe 8 HayYyHOMExXHUNECKaM Npc 2pecce (Ho npumMepe
Momepuanoe, NPUMEHAEMBbIX 8 3N1EKINPOHUKE)

B craTbe, Ha NpuMepe MaTepuanos, NPUMEHAEMBbIX B 3NEKTPOHUKE, NOKA3aHa PONb MaTepranoe B HAYUYHO-TEXHUYe-
CKOM Nnpouecce.

PaccMoTpeHbl NyTn NpakTMyeckoro OCBOGHUA MaTepPUanos ¢ 3aNOxXW MeTanna Ao HacToAwWwero spemenn. NMokaaawo, kak
HAY4Hbie OTKPLITUA CTAaBAT HOBble TPEGOBBHNA K MaTepnanaM, a pa3pMTve MaTepuanos n NO3HBHUE NX CBOWCTBA CNOCO-
6CTBYET HAYYHBIM OTKPbLITUAM.

B. X. KOJb: Hayxa o mamepuanax: mexHoM02uA u Hay4YHOE 06UIeCMEo

Han 0630p no matepuanam, npuMerHRembix B Texnuke — Eapone u CLUA, a Takxe N0 pa3enTnio Haykn 0 Matepuanax.
PaccmoTpeHbl HeKOTOPbIe acNeKTbl O PraHN3aLUNOHHONO XaPaKTepa, KaCAIOIMXCA OCHOBHBIX NCCNEA0BaHUA, NPOBOAN-
Mbix nocne || MupoBso#n sonHbl. ObBCyxaeHO BNMAHNE TEXHONOTMU HA ECTECTBEHHYIO cpeay. [peacTaBneHo paasutune
TexHoNnorun Ha 6Gyayuwee.

b. x. KONb: Cenexuun mMamepuanos u ux npuMeHeHUe 8 MExHOM02uu

CraThA [PeACTABNAET '« 1EMATUSVPYET — HA OCHOBE CrieUnanbHbix TPE60BAHNA COBPEMEHHOW TEXHORUTvv. 1.0 Md
TEpNanam - 1,.apamMPTPh:, JINAKLWME HA « PaBUNLHYI0 OUEHKYy MAaTEPUanos v Ha Hanbonee COBPEMEHHY O CCNeAoLa
TENbCKY 10 TeXHW K, , MPUMEHAEM 10 ANA KOMI.MEKCHOW OUEeHKn MaTepuanos. CTaTuA Hanvcana s 06Wwnx yeprax, OAHAKO
AJET BOSMOXHOCT . (O Ot Tdt .. T,  OJIPEHME, UNTI POBAHHOE N3 NUTEPATyPbl IOCNEAHNx NeT B AaHHOW oGnacTv.

M. M. PUCTUY: Ocroesr meupuu CaMcoro8a no npoueccam 31eKmporHa20 Cnexanun

Lan kpaTkunit 0630p HayuHbIX AOCTUXEHNIA NO TEOPVW CNEKAHNA, B OCHOBHOM, Ha OCHOBaHuK pabot [hkoncona n Kyunn-
CKOTO.

B pabote npeacraeneno ypaeHenve anA noteHumanbHoro 6apbepa D’ a Takke 06cyxaeHo BnuAHMe Ha 3T0T 6apbep -
cneayoiumx hakToOpoB: AaBNEHUE CnexkaHnA, AedOPMaUNA INEKTPOHHBIX 060nNoueK. >
Yeenuuenve TeMnepatypbl CNEKAHNA JHAYNTENBHO YCKOPRET NPOLECC CMEeKaHuA.

0. T. AOPOOEEB: Quramuveckoe 20pAYee Nnpeccosanue 8 mexHono2uu npou3godcmea 31eKMpPomexHuYecKux Ma-
mepuanos u3 Memanuyeckux NoOPoLWKOoE.

B cTaTbe ocBeweHb OCHOBHbBIE NPUHUUNLI METOAA AMHAMUYECKOTO FOPAYEro NPEcCOBAHUA NOPOLWKOBLIX 3ar0TOBOK W
€ro NPUMEHeHNA B NPOVU3BOACTBE MATEPUanoB 3NeKTPOTEXHUYECKOTO HA3ZHAYEHWNA.

MpueeneHbt cpaBHUTENbHbIE 3KCNEPUMEHTANbHbIE AAHHLIE W PEKOMEHAAUMM NO  TEXHONOTMW  MarHwWTo-
MATKX MaTepuanoe 13 Xene3aHsiXx NOPOILKOB, NOCTOAHHBIX MarHnTos Ha ocHoBe Fe-Ni-Al, a TBkxe napamMeTpbl AMHA-
MWUYECKOTo rOPAYEro NPECCOBAHUA 3aroTOBOK U3 MEAHbIX NOPOLIKOB

N. KOCTUY-TPO3AEHOBUY: Hexomopsie ocnexkmsi peoKuuU KOMNOHEHMOB 8 NPOUECCE CNENOHUR NOPOLK006Pa3-
HbIX OKUCI08

O6cyxaerb xuMnueckne peakunum, NpoTeKaowme Npu npoueccax cnekanma cmecn ZnO m TiO. YcraHoBneHo, 4To npo-
TEKAHKE W Pe3yNbTaTbl NPOUECCOB CNEKAHNA 3aBUCAT OT TOTO, MNU NPOTEKAIOWMUE PEAKLNM IKIOTEPMNUECKUE NN IHAO-
Tepmuueckue. Tennosow acdexT peakunu Nu6o TennoTa ha3oeoro nepexoaa AETEPMUHUPYET NPOTEKaHUE NPOLECCOB
CneKaHuA.

K. CEANATYGK: Tyeonnaexue memonnsi. sonsgpom, monuboen u mosman

B pa6oTe Aan 0630p N0 NONYYEHNIO N MEXAHNYECKMM CBOCTBAM BONbdpamMa, MONNGaEHa U TaHTana - BaxHbiX AMA
3NEKTPOHHOW NPOMbIINEHHOCTN. M3aenunA n3 3Tux MeTannos, a Takxe X CNNasbl U KOMNO3UUUWA NONY YEeHbl METOAOM
NOPOWKOBOW METanNny pruu.

B. X. KONb: Texnuxa coedurenud: naliikg MAaecKuMu u meeposiMu NnPpunoAMu

B pabote naHbi TepMUHONOrMdeckue 06 bACHEHUA TaKMX TEXHUK COBAUHEHWH KaK: CBApKa, XONOAHARA Naika, razosan
CBAPKa W Pa3nuuHblie MeToAbl CBApKK B aTMOCcdepe aproHa. Y Ka3aHbl OCHOBH bie XapaKTepPUCTUKN Nanku u ee NnpumeHe
Hue. O6cyxaeHs, B 06Wnx 4epTax, METOAL NPOBEPKV NAAHBIX M3AENWIA, 8 TAKOKE NPEACTaBNeH bl BeNMUUHbI NPOMHOCTEN
coeanHeHuu.

7



MATERIALS IN ELEKTRONICS No 3 (19) - 1977

P. M. NIKOLIC: Some modern semiconducting materials

The possiblities of the use of new and modern semiconducting materials in making devices in the near future, are consi-
dered. The alloys like GaAs-GaP, GaAs-InAs, ferromagnetic materials like CdCr,Se,, CdCr,S, and semiconductors of
high melting temperature, high energy gap and high mobility, for example diamond, B, BN, SiC, AIN will probably find
the greater use.

A V. VAL(EIC, R. N. ROKNIC: The mechanism of dislocation mobility in silicon

The motion of dislocation in Czochralski grown silicon single crystals was investigated. The mobility of 60° dislocations
in the temperature range of 600 ~ 1000°C was examined. Two case were considered: one when intersection of disloca-
tion occur and second when it does not occur. The measured rates of dislocation motion were smaller and activation
energy higher than the values obtained by other authors. This suggests quite different conditions for dislocation motion.

S.J. PLOTKIN: The role of materials in the development of science and technology (for example materials used in elec-
tronics)

The role of electronic materials in the development of science and technology and the possibilities of theirs utilizationin
the past are described. The correlation between scientific discoveries and the requirements of the properties of new ma-
terials used in engineering is shown.

W. H. KOHL: Materials science: technology and society

A review of the development of the materials science and materials engineering in the Europe and USA is given.
Some organization aspects of the basic and applied research after World War |l are considered. The interactions of tech-
nology and society including the Human Environment problems are discussed.

The future development of technology is presented.

W. H. KOHL: Materials selection and compatibility

Systematics of parameters affecting new materials technology as well as unique methods for their measuring are given.
Lecture on basis of published in last few years structural analysis give the preliminary unified point of view on mentio-
ned problem.

Momdtilo M. RISTIC: The principles of the Samsonov’s electronic theory of sintering

Short review of scientific achievements of sintering theory mainly on the ground of Johnson'’s and Kuczynski’s works is
resented

Ii"he equation for potential barrier ,,D’" estimation is also presented. . - . !

Influence of such a parametr like pressing pressure and electronic shell deformation is discussed. Sintering temperature

increase activates considerably sintering process.

J. G. DOROFEEW: Hot dynamic moulding in production of electrical materials made of metal powders

Basic conditions of hot dynamic moulding process and its use in production of electrical materials are described.
Investigations on technology of magnetic materials made of iron powder and Fe-Ni-Al matrix and on parameters of hot
dynamic moulding process of copper powder are presented.

L. KOSTIC-GVOZDENOVIC: A Contribution to the consideration of the synthes:s of compounds by the reaction sinte-
ring of Oxide powders

The consideration of the sintering and chemical reactions connected with thisn process are presented. Th_e investigation
of sintering the mixture of ZnO and TiO, powders showed, that this process must always be connected with the determi-
ned system of components, its specific characteristics and complexity.

K. SEDLATSCHEK: Refractory metals Tungsten, Molybdenum and Tantalum

Problems connected with technology and mechanical properties of tungsten, molybdenum and tantalum are disqussed
from the point of view of application in electronic industry. Products from this metals, their alloys ana composities are
made by powdermetallurgical processes.

W. H. KOHL: Joiming techniques: soldering and brazing

Soldering is fundamental technique is modern bonding technology.

Terminological explanations of such a bonding technique like: welding sold bonding, gas welding and some argon arc
welding methods are given in present work. Fundamental features of soldering and detailed description of its applica-
tion possibilities are also given. Control methods of soldered details are presented in general way. Strength of bonds are
given in the table.
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